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一、实验名称
存储器读写和总线控制实验
二、实验目的及要求
1、掌握半导体静态随机存储器RAM的特性和使用方法。
2、掌握地址和数据在计算机总线的传送关系。
3、了解运算器和存储器如何协同工作。
4、了解MEMORY6116芯片各引脚的功能和连接方式
三、实验仪器
Dsvlab 1.2
4、 实验原理
本实验采用 2K×16 位静态随机存储器（SRAM） 作为存储单元，其基本原理与 2K×8 位存储器一致，但通过扩展数据总线支持 16 位数据存取。实验电路使用 6116 静态 RAM 作为存储芯片，每块 6116 提供 8 位存储，为实现 16 位数据存取，需要两块 6116 并行工作，共同组成 2K×16 位存储单元。此外，74LS273 作为 地址寄存器（AR） 用于存储目标地址，而 74LS245 总线收发器 具有三态输出功能，用于数据和地址的传输，确保数据流向可控。实验过程中，首先通过 74LS245 输入待存数据的地址，并将其寄存在 74LS273 中，随后通过 P2 单脉冲 触发，将地址送入存储器，同时点亮 地址显示灯 以直观显示地址信息。接着，通过 74LS245 输入待存数据，并将数据寄存到 74LS273 中，再次触发 P2 单脉冲信号，将数据写入 6116 对应地址。为了验证存储结果，通过 LDAR=1 使数据输出有效，并发送 P1 单脉冲信号，最终在 数据显示灯 上显示存储的数据，实现存储器的读写操作。
[image: ]
5、 实验过程及实验结果
1. 连线
选择两片RAM6116并联作为16位存储器, 以存下16位数据; 一片74LS273作为地址的暂存器; 两片74LS245作为输入三态门, 用于16位数据输入, 其中一片还兼作为数据输入. 再摆放好作为数据输入的开关和数据显示的LED以及相应的控制开关与脉冲. 最终连线如下
[image: D:/Nutstore/WorkSpace/CO/Labs/Lab03 存储器读写/16位存储器.png16位存储器]
图 2 2k×16 存储器实验实际接线图
[bookmark: 进行电路预设置](1) 进行电路预设置	
1. 初始化74LS273芯片：将74LS273的复位端（MR）置为高电平（1），确保地址寄存器（AR）不被清零。
1. 禁用RAM6116芯片：设置片选信号（CE）为高电平（1），使RAM6116未被选中。
1. 关闭三态门：设置SW-BUS为高电平（1），以关闭三态门。
[bookmark: 打开电源开关](2) 打开电源开关
[bookmark: 存储器写操作](3) 存储器写操作
以向存储单元FFH写入1234H为例
1. 设置地址并打开三态门：
· 将SW7～SW0设置为1111 1111，表示选择地址FFH。
· 设置SW-BUS为低电平（0），打开三态门，将地址送入BUS总线。
1. 将地址存入地址寄存器（AR）：
· 设置LDAR为高电平（1），发出P2单脉冲信号，在P2上升沿时将BUS上的地址存入AR。
· 观察AR所连接的地址灯来确认地址是否正确存入，然后设置SW-BUS为高电平（1），关闭三态门。
1. 准备写操作：
· 设置CE为低电平（0），WE为高电平（1），使6116芯片进入写操作准备状态。此时，由于WE=1，会读出该地址原有的数据。
1. 设置数据并打开三态门：
· 将SW15～SW0设置为0001 0010 0011 0100，表示要写入的数据1234H。
· 再次设置SW-BUS为低电平（0），打开三态门，将数据送入BUS总线。
1. 执行写操作：
· 发出P1单脉冲信号，在P1上升沿时将BUS上的数据0001 0010 0011 0100写入RAM的FFH地址。
1. 结束写操作：
· 设置CE为高电平（1），使6116暂停工作。
· 设置SW-BUS为高电平（1），关闭三态门。
[bookmark: 存储器读操作](4) 存储器读操作
依次读出存储单元01H、02H、03H、04H、05H的内容，观察其与前面写入的数据是否一致。以下步骤以从01H单元读出数据11H为例：
1. 设置地址并打开三态门：
· 将SW17～SW0设置为1111 1111，表示选择地址FFH。
· 设置SW-BUS为低电平（0），打开三态门，将地址送入BUS总线。
1. 将地址存入地址寄存器（AR）：
· 设置LDAR为高电平（1），发出P2单脉冲信号，在P2上升沿时将BUS上的地址存入AR。
· 观察AR所连接的地址灯来确认地址是否正确存入，然后设置SW-BUS为高电平（1），关闭三态门。
1. 执行读操作：
· 设置CE为低电平（0），WE为低电平（0），使6116芯片进行读操作。
· 观察数据灯是否显示先前写入的数据1234H。
1. 结束读操作：
· 设置CE为高电平（1），使6116暂停工作。
按以上步骤操作, 实验平台结果如下
[image: ]
图 3 将1234H存在FFH中
6、 讨论与结论
通过本次存储器实验，成功验证了静态随机存储器 RAM（6116 芯片）的工作特性和读写方法。实验结果表明，由 74LS245、74LS273 等元件构建的存储电路能够准确实现地址寄存、数据存储和读取功能。在向 FFH 地址写入 1234H 数据的操作中，数据显示灯均能正确呈现存储内容，证明电路连接正确且各控制信号时序配合有效。实验过程中，通过分步操作地址锁存、数据输入和脉冲触发，加深了对存储器工作原理的理解，特别是地址总线与数据总线的协同工作机制。
7、 思考题
1. 静态半导体存储器(SRAM)与动态半导体存储器(DRAM)的主要区别是什么？
	特性
	SRAM 
	DRAM 

	基础存储单元
	触发器
	电容

	[bookmark: _GoBack]速度
	更快，因为不需要刷新
	较慢，需要定期刷新以保持数据

	复杂度
	内部电路更复杂
	相对简单

	应用场景
	适用于速度敏感的场合
	适用于速度要求不高, 但容量要求高的场合

	刷新需求
	不需要刷新
	需要定期刷新以维持数据不丢失

	成本
	成本较高
	相对于SRAM来说成本较低

	可靠性
	数据稳定性好
	数据随时间逐渐流失，需频繁刷新


2. 由两片6116(2K8)怎样扩展成(2K16)或(4K*8)的存储器？怎样连线？
扩展成 2k×16 见图2.
扩展成 4k×8 需要额外加一篇译码器, 最高的一位地址位输入译码器, 译码器输出的0或1用于控制两片6116芯片的片选信号, 前2k的地址空间映射到第一片, 后2k的地址空间映射到第二片
[image: 4Kx8.drawio]
图 4 4k×8接线示意图
3. 查阅6116芯片的数据手册，在CE=0、OE=0、WE=1的条件下，当输入的地址信息变化时，输出的数据是否会相应变化？是否有延迟？
CE=0、OE=0、WE=1的条件下6116芯片处于读模式, 当输入的地址发生变化, 输出的数据可能会发生变化, 因为不同地址存储的数据可能不同. 
在6116芯片的Switching Characteristics表格中可以看到各种操作的延迟, 可以看出读操作比写操作延迟普遍稍大, 所以确实会存在延迟


8、 小结
通过本次实验，我深入学习了静态随机存储器（SRAM）的工作流程，并重点通过仿真平台操作验证了其数据读写功能及实现原理。在实验过程中，通过开关与脉冲并观察指示灯的变化，直观地展示了如何正确设置地址和数据以实现存储器的写入与读取操作。尽管实验中遇到了一些问题，如初始阶段门电路使用错误错误以及对某些控制信号的作用理解不够透彻，导致实验初期未能立即获得预期结果，但经过仔细检查线路和复习相关理论知识后，这些问题得到了有效解决。
此次实践不仅加深了我对半导体静态存储器工作原理的理解，还提升了我的动手能力和故障排查技能。特别是在遇到实际操作难题时，学会了如何运用所学知识分析问题，并采取适当的措施解决问题。
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